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Цель изучения дисциплины: формирование у студентов научной осно-

вы для осознанного и целенаправленного использования физических свойств 

полупроводников  для  создания приборов и устройств микро- и наноэлектро-

ники. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

– расширение научного кругозора и эрудиции студентов на базе изучения 

фундаментальных закономерностей физики полупроводников и освоение спо-

собов практического использования свойств полупроводников;  

– развитие понимания связи физических свойств полупроводников с па-

раметрами изделий микроэлектроники на базе этих материалов; 

– практическое овладение методами теоретического описания физиче-

ских свойств полупроводников, владение навыками постановки физического 

эксперимента по изучению основных свойств и параметров полупроводников; 

– владение экспериментальными методами контроля свойств полупро-

водников; 

– создание основы для последующего изучения вопросов физики полу-

проводниковых приборов, включая устройства и приборы наноэлектроники, 

твердотельной электроники и технологии микро- и наносистем. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

ПК-7: способность идентифицировать новые области исследований, но-

вые проблемы в сфере физики, проектирования, технологии изготовления и 

применения микроэлектронных приборов и устройств. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (з.е.): 3. 

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет. 


